




































专利名称(译) 薄膜晶体管，薄膜晶体管的制造方法以及包括该薄膜晶体管的有机发光二极管显示器
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摘要(译)

薄膜晶体管可包括衬底，衬底上的缓冲层，形成在缓冲层上的半导体层，半导体层上的栅极绝缘图案，栅极绝缘图案上的栅电极，
覆盖栅极的层间绝缘层电极和栅极绝缘图案，具有接触孔和延伸穿过其中的开口的层间绝缘层，接触孔暴露半导体层的源区和漏
区，以及暴露半导体层的沟道区的开口，和形成在层间绝缘层上的源电极和漏电极，源电极与源区连接，漏电极与半导体层的漏区
连接。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/aced229d-3770-4bf2-84fe-5ec7aeaebee8
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/047261000/publication/US2012305921A1?q=US2012305921A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220120305921%22.PGNR.&OS=DN/20120305921&RS=DN/20120305921



